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背景：近年、微細化に依存せずに Si系半導体デバイスの高集積化と高機能化を実現することを目

的として、半導体チップや Siウェーハを多層に積み重ねてデバイスウェーハを作製する 3次元ウ

ェーハ積層技術が注目されている。また、Si 系フレキシブルデバイスなどのデバイス技術開発に

も注目が集まる中で、Si ウェーハの（極）薄厚化技術開発およびその機械的強度評価が重要視さ

れてきている。これまでに我々は、Si ウェーハ極表層部に酸素原子を固溶させる超高温急速昇降

温熱処理技術（High Temperature Rapid Thermal Oxidation：HT-RTO）を用いて、表層から深さ 10 µm

内における固溶酸素濃度を精密に制御する技術を開発し、表層固溶酸素濃度の増加に伴い Siウェ

ーハの曲げ応力に対する降伏応力の向上と、当該領域内における転位伝播抑制効果を明らかにし

た[1, 2]。本研究では、表層固溶酸素濃度を制御した Siウェーハの極薄厚化プロセス技術とその機

械的強度について報告する。 

実験方法：実験フローチャートを図 1に示す。表層固溶酸素濃度の制御された 775 μm厚の Siウ

ェーハを、バックグラインドにより 50 μm厚に薄厚化した。更に、表面を保護しながら水酸化カ

リウム水溶液による異方性ウェットエッチングを行い、10 μm厚まで薄厚化した。表面保護には、

感光性ネガ型レジストおよび表面保護用治具を用いた。薄厚化後、機械的強度評価を行った。 

実験結果：図 2a、b、cに、775 μm厚、50 μm厚、10 μm厚の Siウェーハをそれぞれ示す。薄厚化

に伴い Siウェーハがフレキシブルになることがわかる。図 3は、印をつけた紙の上に 9 μm厚の

Siウェーハをかざした際の写真である。この図より、Siウェーハは光を透過するほど薄厚化され

ていることがわかる。当日は、エッチングプロセスの詳細および薄化 Siウェーハの機械的強度に

ついても報告する。 
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MOCVD層 

図 2. Siウェーハの厚さ((a)775 µm、(b) 

50 µm、(c)10 µm)とフレキシビリティ 

図 3. 10 µm厚 Siウェーハを 

光が透過する様子 
図 1. 実験フローチャート 
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